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図３しきし､｛直のシミュレーション結果
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図４ＤＣ特’１生のシミュレーション結果
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158 石川尚道・多田昭晴
（４）温度を-20℃～100℃まで変化させる。
温度については－２０℃～'00℃の間では正常動作を確認した。
（５）スピードについて
前回は４Ｍｚでの動作しか確認しなかったが今回はどうか
８Ｍｚでは動作可能。
図５に，Ｍ４ＴｒのＷ／Ｌ＝0.155,Ｍ３ＴｒのＷ/Ｌ＝0.147,温度＝２７℃，
8Ｍｚの時のシミュレーション結果を示す。
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図５最適条件のシミュレーション結果
５．まとめ
Ｍ４ＴｒのＷ/Ｌを0.155,Ｍ３ＴｒのＷ/Ｌを0.147にすることにより動作電圧1.0Ｖ，
消費電流0.32匹Ａ,動作速度８Ｍz,動作温度－２０℃～100℃で正常動作することが確認で
きた。
表３に，前回（低電圧電流形センスアンプ回路におけるＭＯＳトランジスタサイズの影
響）と今回のシミュレーション結果を比べたものを示す。
低電圧電流形センスアンプ回路におけるＭＯＳトランジスタサイズの影響(2) 159
表３シミュレーション結果の比較
動作電圧 1.6Ｖ 1.0Ｖ
消費電流 11浬Ａ ０．３２ﾉuＡ
動作速度 ４ＭＺ ８ＭＺ
温度 27℃のみ確認 -20℃～100℃
デバイスパラメータ LＥＶＥＬ３ LＥＶＥＬ４
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ConventionalROMSsenseamplifiersuseddifferentialsenseamplifier,butitislarge
chipareaandpower・Currentsenseamplifiercanexpectlow-voltageandreducingchip
area・
Lastreseach“EffectofMOSTransistorSizeinCurrentSenseAnlplifierfor
Low-voltageMemories”resultedthatthetargetcurcuitcouldrunatL6-voltby
changingtransistorsize
Afterthis,fieldofportableappliancedemandlow-voltageandlow-power、Inthis
paper，wehavetriedtochangetransistorsｉｚｅａｎｄｄｅｖｉｃｅｐａｒａｍｅｔｅｒｔｏｒｕｎａｔｌO-volt、
ＴｈｉｓｃｉｒｃｕｉｔｕｓｅｄＥＰＲＯＭｔｈａｔｃａｎｅｒａｓｅｂｙUItravioletraystorewriteinexperiment．
